Specialis passziv eszkozok

Varisztorok

Voltage Dependent Resistor — VDR
Variable resistor - varistor
Feszlltségfiiggo ellenallas, az aram erodsen

fliigg a feszlltsegtol: K
I=CU°

ahol C konstans, a értéke 3 és 10 kozott van.
SiC vagy ZnO szemcseék szinterelve - tarcsa
vagy rud formaban gyartjak.

Alkalmazas:

- feszliltséghatarolas,

- tulfesziltség elleni védelem,

- jelformalas.

Fontos paraméter a maximalisan disszipalhato teljesitmeény.
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Termisztorok

A termisztorok olyan ellenallasok, amelyek homersekleti tényezoje (TK) a
szokasos femek illetve normal aramkori ellenallasok homeérsékleti
tényezojéhez képest nagysagrendekkel nagyobb. A termisztor ellenallas
homeérsékleti tenyezdje nagy és altalaban negativ, de van pozitiv
egyltthatoju tipus is.

Elnevezések: negativ TK, NTC termisztor vagy melegen vezeto,
pozitiv TK, PTC termisztor, vagy hidegen vezeto.

Az NTC termisztorok alapanyaga félvezet6 tulajdonsagu femoxidok (MnO,
NiO, stb.) Az oxidtermisztorok olyan fémoxidokbol késziilnek, amelyeknek
nagy a homérsekleti egyltthatojuk (felvezeto tulajdonsag!), ellenallasuk
stabil, és gyartasuk jol reprodukalhato. Kedvezo tulajdonsaggal rendelkeznek
a keverek oxidok, mint pl. a TiO,+MnO, vagy a Mn,0s+NiO+CoO keverékek.

A nagyobb hokapacitasu és szélesebb hdmérséklettartomanyban
alkalmazhato termisztorok grammnyi tdmeguek is lehetnek, mig a gyongy-,
folia-, szaltermisztorok témege miniatlr valtozatban nehany mg is lehet.



Karakterisztika

R(T)=Aexp(B/T)

ahol B értéke 1000 és 5000 kozott van.
INR=INA+B/T

Az ellenallas logaritmusat az abszolut homeérseklet reciproka fliggvenyében
abrazolva a karakterisztika egyenes.
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Melegszik az aramtol, az I-U karakterisztika visszahajolhat.



Parameéterek meghatarozasa
IgR=IgA+Ige-B/T
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Tovabbi fontos paraméter a termikus idoallando.
Alkalmazas:

- hdmeérseklet méres (aramgeneratoros meghajtas),
- homérséklet szabalyozas,
- aramkorlatozas.



Fotoellenallas -
Es A

Fotorezisztor - féelvezeto anyagokbol
hv 42 A~

MUkddés alapja: optikai abszorpcid

Eq &

Ha a beeso fotonok energiaja eléri
vagy meghaladja a tiltott sav szélességét, elektron-lyuk parokat generalnak -

nO a vezetoképesség, csokken az ellenallas.

Az abszorpcio fligg a hullamhossztol és a
frekvenciatol.

Az abszorpcios €l a tiltott sav szeélessegével
egyezik meg. Alacsonyabb homeérsékleten
szélesebb a tiltott sav.

Lathatd tartomany: CdS, CdSe, CdSSe (A
CdSSe spektralis érzékenysége hasonlo a
szemeéhez.)

Kozeli infra: 1-4 um - PbS, 8-12 um - CdHgTe
(0,1 eV, €jjel latd keszuléek)

Meander vagy fésUls kialakitas vékony nagy
ellenallasu retegbol: sotét ellenallas 1-100 M. TN ENERGY (eV)

Aramgeneratoros meghajtas.

ABSORPTION COEFFICIENT (cm™ )




Magneseses érzékelok
Kétféle alkalmazas.

1. Direkt, kézvetlen: kozvetlenll érzékeli a magneses teret, pl.
magnetométer a Fold magneseses terét, vagy a fej egy adattarolo
készlilekben az adathordozd (magneses lemez, szalag, kartya, stb.) lokalis
magnesezettsegét.

2. Indirekt, kozvetett: a magneses tér mint kozvetitd eszkdz szolgal nem-
magneses jelek eérzékelésre mint pl. linearis- vagy szoéghelyzet, elmozdulas
és sebesseég érzékelés permanens magnesekkel kontaktusmentes maodon,
vagy arameérzékelés a magneses tere réevén (mérdmuszer), stb.

Az érzékelés elve

A legtébb magneses szenzor a Lorentz erot hasznalja ki

F=-q-vxB

mely az anyagban (fém, félvezeto, vagy szigeteldo) mozgd elektronra hat.



Hall generator (Hall szonda)

A Lorentz ero:

F=qgvxB
A mozgo toltéshordozokra a mozgas iranyara merdleges erd hat, ami elteériti
Oket. Ha n és p kilénb6zo, keresztiranyban Hall feszlltség lép fel. A
keresztiranyu elektromos ter:

E,=R:J\B;
ahol Ry a Hall allando: Ry=gn vagy Ry=gp (n- vagy p-tipusu félvezeto).




Az eszkoOz alapegyenlete

Up=K-IXB

I - az eszk6zdn atfolyd aram [A],

B - az alkalmazott magneses indukcidé [Vs/m?],
Uy - a Hall-feszlltség [V],

K - érzékenységi allandd [m?/As] , mely magaban foglalja a geometriai, és a
felvezeto anyagi parameétereket.

Az eszkdz kimendjele a magneses tér fliggvényeben linearis.

Alkalmazas:

- erzékelés - helyzet, szogelfordulas, tavolsag,

- magneses tér érzekelése, merese,

- téltéshordozo koncentracid és mozgekonysag méreés felvezetokben.



Magnetorezisztor

A Lorentz ero kovetkeztében megnd az ellenallas. Nagy mozgekonysagu
anyagokban jelentds, pl. InSb (tlkristaly). Néhany tized T valtozas 100%-o0s
ellenallas valtozast is okozhat.

Alkalmazas:
- erzékelés - helyzet, szogelfordulas, tavolsag
- kontaktus nélkuli potenciométerek (nincs csuszka - kicsi a zaj)



Varaktor, varikap

Variable capacitor — varicap — RF
Variable reactor — varactor - phullam
C=K/(Up+U)"

vagy

C=Co/(1+U/Uy)"

ahol K konstans, U, a beépllt potencial, C, kapacitas értéeke zero
feszliltségnél, n értéke 1/3 és 3 kozott van.

Linearis p-n atmenet: n=1/3
LépcsOs p-n atmenet: n=1/2
Hiper lépcsOs p-n atmenet: n>1/2
Fontos a kapacitas atfogas:
Crnax/Cmin, €rtéke 5 és 10 kozotti.

Josagi tényezo (a veszteségi
tényezo reciproka):

Q=1/(wCRs),

ahol w a korfrekvencia, C a
kapacitds, R a soros ellenallas. e . _Hpertépcsts
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Linearis frekvenica hangolas
A rezgokor frekvenciaja:

f=[2n(LC)12]1
C helyére a varaktor kapacitasanak kifejezését helyettesitve:
f=[2n(LCo)"2]-1(1+U/Upi)"2

Ha n=2, f linearis figgvenye U-nak, ha U/Up>>1 (azaz U>>Uy)).



Linearis hangolas Schottky diodaval
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MTA Mdszaki Fizikai Kutatd Intézetében készllt GaAs Schottky didda és mikrohulldmu oszcillator



Ellenorzo kérdések

1., Milyen anyagbol készll a varisztor?

2., Hogy allitjak el6 a varisztort?

3., Mire hasznaljak a varisztort?

4., Milyen a termisztorok hofoktényezo6je?

5., Milyen anyagbdl készill az NTC termisztor?

6., Mire hasznaljak a termisztort?

7., Hogy lehet meghatarozni az NTC termisztor ellenallasat leiro kifejezés
parametereit?

8., Melyik jelenség a fotorezisztorok mikddésének az alapja?

9., Mi a feltétele annak, hogy a fény elnyelodjon egy félvezetdé anyagban?
10., Mire hasznaljak a magneses érzekeldket?

11., Hogy mukodik a Hall-szonda?

12., Milyen iranyu a Lorentz erd?

13., Mire hasznaljak a Hall-szondat?

14., Mi az elonylk a kontaktus néelkili potenciomeétereknek?

15., Mi a kilonbség a varaktor és a varikap k6zott?

16., Mi hatarozza meg a karakterisztikat a varaktorok esetében?

17., Mi a Schottky dioda?



